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Abs t r act :      
실리콘 카바이드(SiC)는 다양한 와이드 밴드갭 반도체 소재 중에서도 우수한 물리적, 화학적 특성을 가지고 있으므로 고전압 및 고효율 특성을 갖는 전력반도체 소자용 소재

로써 주목받아 왔다. 상용화된 SiC 단결정 제법인 승화재결정법의 대안으로 최근 들어 주목받고 있는 상부종자용액성장법(이하 용액법)은 성장결정내에 전위결함 밀도를 낮

춰 고품질 SiC 단결정 잉곳을 성장하는데 유리하다고 알려져 있다. 그러나 액체상에서 단결정을 성장시키는 과정에서 발생하는 여러가지 문제점으로 인하여 성장 조건을 최

적화 하는 것이 쉽지 않다. 예를 들어, 용융액의 상부가 불활성기체 분위기에 노출된 상태에서 장시간 일정한 온도가 유지되어야 하며, 결정 성장 및 융액 소모로 인해 결정

표면과 융액이 맞닿는 위치, 즉 성장표면 위치가 지속적으로 변화하는 것을 감안하여 성장 조건이 일정하게 유지될 수 있도록 종자결정과 융액의 상대적인 위치를 제어해야

하는 등 여러가지 상황에 맞춰서 공정 변수의 최적화가 요구된다.

본 발표에서는 용액법을 통한 SiC 단결정을 성장하는데 있어 실제 실험을 진행할 때 발생할 수 있는 다양한 문제점을 소개하고, 주요 공정 요인을 제어하여 안정적인 결정성

장조건을 유지하는데 필요한 다양한 기법들을 실제 실험 결과와 함께 제시하고자 한다.
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